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  به نام خدا

  

  

  انواع حافظه

  

  

  
  گردآوري

  

  محمد منفرد
  

  

  كلمات كليدي

 RAM، ROM ،PROM ،EPROM ،EEPROM ،Flash Memory حافظه،

  چكيده

  . .انواع حافظه ها و مباني كار آن ها آشنا خواهيد شددر اين مقاله با 
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   ROMحافظه 

ايـن  . ت داده هائي در آن ذخيره مي گـردد         كه در زمان ساخ     است) IC( يك نوع مدار مجتمع      ROMحافظه   

نوع از حافظه ها علاوه بر استفاده در كامپيوترهاي شخصي در ساير دستگاههاي الكترونيكي نيز بخدمت گرفتـه               

  : زير مي باشند  از لحاظ تكنولوژي استفاده شده، داراي انواعROMحافظه هاي . مي شوند

•  ROM   
• PROM   
• EPROM   
• EEPROM   
• Flash Memory  

حافظه هاي فوق در موارد زيـرداراي       .  مي باشند     هر يك از مدل هاي فوق داراي ويژگي هاي منحصربفرد خود           

  :ويژگي مشابه مي باشند

ه و پـس از خـاموش شـدن منبـع تـامين انـرژي           بود " غير فرار    "داده هاي ذخيره شده در اين نوع تراشه ها           

  .اطلاعات خود را از دست نمي دهند

داده هاي ذخيره شده در اين نوع از حافظه ها غير قابل تغيير بوده و يا اعمال تغييرات در آنها مستلزم انجـام                        

  . ليات خاصي استعم
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   ROM  مباني حافظه هاي 

هـر  ) . RAMنظير حافظه   (  از تراشه هائي شامل شبكه اي از سطر و ستون تشكيل شده است               ROMحافظه  

 اساســي بــا   داراي تفــاوتROMتراشــه هــاي . ســطر وســتون در يــك نقظــه يكــديگر را قطــع مــي نماينــد

 بمنظور فعال و يا غيرفعال نمودن دستيابي به         "ستور   ترانزي " از   RAMحافظه  .  مي باشند  RAM  هاي تراشه

 " از يـك  ROM  در صورتيكه تراشه هـاي . برخورد سطر و ستون ، استفاده مي نمايند  در نقاط  " خازن   "يك  

 باشند بـراي اتصـال از ديـود اسـتفاده        "يك"در صورتيكه خطوط مربوطه     . استفاده مي نمايد  ) Diode ("ديود

 " جريان " امكان حركـت   "ديود، صرفا.  باشد خطوط به يكديگر متصل نخواهند شد       "صفر"شده و اگر مقدار     

 "ايـــن نقطـــه اصـــطلاحا. را در يـــك جهـــت ايجـــاد كـــرده و داراي يـــك نفطـــه آســـتانه خـــاص اســـت 

Forward break overنقطه فوق ميزان جريان مورد نياز براي عبور توسط ديود را مشخص .  ناميده مي شود

 " تقريبـا Forward break overشه اي مبتني بر سيليكون نظير پردازنده ها و حافظه ، ولتاژ در ترا. مي كند

 قادر به ارسال يك     ROM يك تراشه     با بهره گيري از ويژگي منحصر بفرد ديود،       .شش دهم ولت است      معادل  

 در يك   شدهGround   و پايين تر از ستون متناسب با سطر انتخابي Forward break overشارژ بالاتر از 

 ) Groundاز طريق   ( شده     شارژ هدايت    ديود در سلول مورد نظر ارائه گردد،        در صورتيكه .سلول خاص است    

در صـورتيكه   )  خواهد بود  1مقدار آن   ( ، سلول يك خوانده مي شود       )صفر و يك    ( و با توجه به سيستم باينري       

ي وجود نداشته و شارژ در ستون ، به سطر مورد نظر مقدار سلول صفر باشد در محل برخورد سطر و ستون ديود

  .منتقل نخواهد شد

يـك  .  ، مستلزم برنامه نويسي وذخيـره داده در زمـان سـاخت اسـت                ROM تراشه    همانطور كه اشاره گرديد،   

در صورتيكه داده .  و اطلاعات جديدي را در آن نوشت   را نمي توان برنامه ريزي مجدد      ROMتراشه استاندارد   

 از ابتـدا  "درست نبوده و يا مستلزم تغيير و يا ويرايش باشـند، مـي بايسـت تراشـه را دور انـداخت و مجـددا        ها  

 دشـوار    ROM ايجاد تمپليت اوليه براي تراشه هاي         فرآيند.عمليات برنامه ريزي يك تراشه جديد را انجام داد        

كه تمپليت تكميل گرديد تراشه آمـاده  زماني.  بر برخي معايب آن غلبه مي نمايدROM  اما مزيت حافظه.است  

 ،  اين نوع از حافظه ها از برق ناچيزي استفاده كرده.شده، مي تواند بصورت انبوه و با قيمت ارزان به فروش رسد

 و در رابطه با اغلب دستگاههاي الكترونيكي كوچـك، شـامل تمـامي دسـتورالعمل هـاي لازم                    قابل اعتماد بوده  

استفاده از اين نوع تراشه ها در برخي از اسباب بازيها براي نواختن .د نظر خواهند بود   بمنظور كنترل دستگاه مور   

  .متداول است ... موسيقي، آواز و 
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   PROMحافظه 

بدين منظـور اغلـب توليـد كننـدگان ، نـوع            . مستلزم صرف وقت و هزينه بالائي است         ROMتوليد تراشه هاي    

 ناميـده  PROM) ( Read Programmable Only Memory  خاصـي از ايـن نـوع حافظـه هـا را كـه      

اين نوع از تراشه ها با محتويات خالي با قيمت مناسب عرضه شده و مي تواند توسط  .شوند ، توليد مي كنند مي

سـاختار  .  ناميده مي شوند ، برنامه ريزي گردندProgrammerهر شخص با استفاده از دستگاههاي خاصي كه      

بـراي  (  بوده با اين تفاوت كه در محل برخورد هر سطر و ستون از يك فيـوز                ROM اين نوع از تراشه ها مشابه     

يك شارژ كه از طريق يك ستون ارسال مي گردد از طريق فيوز بـه يـك                 . استفاده مي گردد  )  به يكديگر   اتصال

 است ، ارسـال خواهـد       "يك" كه نماينگر مقدار     Groundedسلول پاس داده شده و بدين ترتيب به يك سطر           

 PROM، يـك تراشـه      )خـالي   ( با توجه به اينكه تمام سلول ها داراي يك فيوز مي باشند، درحالت اوليه               . شد

 بـراي ارسـال   Programmerبمنظور تغيير مقدار يك سلول به صفر، از يـك     .  است   " يك " داراي مقدار اوليه  

سوختن ( اتصال بين سطر و ستون  ولتاژ بالا، باعث قطع.يك جريان خاص به سلول مورد نظر، استفاده مي گردد

 يـك  " صرفاPROMحافظه هاي .  مي گويند"  Burning the PROM "فرآيند فوق را . خواهد كرد) فيوز

 از   و يـك جريـان حاصـل      شـكننده تـر بـوده      RAMحافظه هاي فوق نسبت به      . بار قابل برنامه ريزي هستند    

از طرف . راشه شده و مقدار يك را به صفر تغيير نمايد الكتريسيته ساكن، مي تواند باعث سوخته شدن فيور در ت         

 ، قبـل  ROM داراي قيمت مناسب بوده و براي نمونه سازي داده براي يك        PROMحافظه اي   ) مزايا  ( ديگر  

  . مطلوبي دارند از برنامه ريزي نهائي كارآئي
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   EPROMحافظه 

 به اعمال تغييرات در آنها قابل تامل است          با توجه به نياز    PROM و   ROM حافظه هاي     استفاده كاربردي از   

     )ضرورت اعمال تغييرات و اصلاحات در اين نوع حافظه ها مـي توانـد بـه صـرف هزينـه بـالائي منجـر گـردد                         ( 

 پاسـخي مناسـب بـه    EPROM) (Erasable Programmable Read Only Memory  حافظه هاي

 را مـي تـوان چنـدين مرتبـه بـاز            EPROM تراشه هـاي      )نياز به اعمال تغييرات     ( نياز هاي مطح شده است      

 مشتلزم استفاده از دستگاه خاصـي اسـت كـه باعـث             EPROMپاك نمودن محتويات يك تراشه      . نويسي كرد 

 از يـك   پيكربندي اين نوع از حافظه ها مستلزم اسـتفاده ..  باشد   يك فركانس خاص ماوراء بنفش      ساطع كردن 

Programmer     از نوعEPROM  بـا توجـه بـه نـوع        ( ه يك ولتاژ را در يك سطح خاص ارائه نمايند            است ك

EPROM    در يك  . اين نوع حافظه ها ، نيز داراي شبكه اي مشتمل از سطر و ستون مي باشند               )  استفاده شده

EPROM     ترانزيستورهاي فوق توسط . سطر و ستون داراي دو ترانزيستور است     سلول موجود در نقظه برخورد

 Control و ديگـري  Floating Gateيكـي از ترانزيسـتورها   . اكسيد از يكديگر جدا شده انـد يك لايه نازك 

Gateناميده مي شود  .Floating gateاز طريق " صرفا Control gate    ماداميكـه  .  بـه سـطر مـرتبط اسـت

 ـ              . لينك برقرارباشد سلول داراي مقدار يك خواهد بود        ا نـام   بمنظور تغيير مقـدار فـوق بـه صـفر بـه فرآينـدي ب

Fowler-Nordheim tunneling نيــاز خواهــد بــود .Tunneling بمنظــور تغييــر محــل الكتــرون هــاي 

Floating gateولـت بـه   13 تـا  10 بين  يك شارژ الكتريكي. استفاده مي گردد floating gateمـي    داده 

فوق باعث  شارژ. تخليه خواهد گرديد ground در floating gateشارژ از ستون شروع و پس از ورود به .شود

الكترون هاي مازاد .  رفتار نمايد "  پخش كننده الكترون" مشابه يك floating gateمي گردد كه ترانزيستور 

الكترون هاي شـارژ  .  و يك شارژ منفي را باعث مي گردند    فشرده شده و در سمت ديگر لايه اكسيد به دام افتاد          

دستگاه خاصي .رفتار مي نمايند  floating gate و control gate بين   عايقشده منفي ، بعنوان يك صفحه

در صورتيكه جريان .  را مونيتور خواهد كردfloating gate سطح شارژ پاس داده شده به Cell sensorبا نام 

اده شده از زمانيكه شارژ پاس د. را دارا خواهد بود"يك" در اينصورت مقدار   درصد شارژ باشد50گيت بيشتر از    

 داراي گيت هـائي     EPROMيك تراشه   . تغيير پيدا خواهد كرد    "صفر" درصد آستانه عدول نموده مقدار به        50

  .است كه تمام آنها باز بوده و هر سلول آن مقدار يك را دارا است

براي پاك نمـودن مـي بايسـت    .  مي بايست در ابتدا محتويات آن پاك گردد        EPROMبمنظور باز نويسي يك     

در يـك  . اسـتفاده كـرد  Floating gateسطح از انرژي زيـاد را بمنظـور شكسـتن الكتـرون هـاي منفـي       يك 

EPROM            فرآيند حذف  . انحام مي گردد   253/7 استاندارد ،عمليات فوق از طريق اشعه ماوراء بنفش با فركانس

ست آن  مي بايEPROMبراي حذف يك   .  انتخابي نبوده و تمام محتويات آن حذف خواهد شد         EPROMدر  

 اشعه ماوراء بـنفش دسـتگاه پـاك كننـده            را از محلي كه نصب شده است جدا كرده و به مدت چند دقيقه زير              

EPROMقرار داد .  



  wwwwwwwwwwww....ECAECAECAECA....iriririr                                   6                                محمد منفرد نام نويسنده 
 

 از بعد استفاده مجدد مي      PROMيك موفقيت مناسب نسبت به حافظه هاي          EPROMبا اينكه حافظه اي     

نمودن فرآيندهاي خسته كننده بمنظور حـذف و        باشند ولي كماكن نيازمند بكارگيري تجهيزات خاص و دنبال          

در ضمن، فرآيند اعمال تغييرات در يـك حافظـه   . نصب مجدد آنان در هر زماني است كه به يك شارژ نياز باشد         

EPROM                     نمي تواند همزمان با نياز و بصورت تصاعدي صورت پذيرد و در ابتدا مي بايست تمـام محتويـات را 

  .پاك نمود

 تسهيلات زير ارائـه مـي       EEPROMدر حافظه هاي    . پاسخي مناسب به نيازهاي موجود است           يحافظه ها 

  :گردد

ــودن     ــدا نمـ ــه جـ ــاز بـ ــه نيـ ــي تراشـ ــراي بازنويسـ ــده بـ ــل نصـــب شـ ــه از محـ ــود تراشـ ــد بـ   .  نخواهـ

  .بـــراي تغييـــر بخشـــي از تراشـــه نيـــاز بـــه پـــاك نمـــودن تمـــام محتويـــات نخواهـــد بـــود            

  . اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها مستلزم بكارگيري يك دستگاه اختصاصي نخواهد بود 

 محلـي و    اشعه ماوراء بنفش، مي توان الكترون هاي هر سلول را با استفاده از يـك برنامـه                در عوض استفاده از   

اعث حذف سلول هاي مورد نظر شـده        عمليات فوق ب  .  به وضعيت طبيعي برگرداند      يك ميدان الكتريكي    بكمك

تراشـه هـاي فـوق در هـر لحظـه يـك بايـت را تغييـر خواهنـد                    . آنهـا را بازنويسـي نمـود       "و مي تـوان مجـددا     

 كند بوده و در مواردي كه مي بايست اطلاعات با سـرعت تغييـر     اعمال تغييرات در تراشه هاي فوق      فرآيند.داد

  .الش هاي خاص خود مي باشند و داراي چ  ، سرعت لازم را نداشته يابند

 مـي باشـد بـه    EEPROM كـه يـك نـوع خـاص از حافظـه هـاي       Flash Memoryتوليدكنندگان با ارائه 

 از مـدارات از قبـل پـيش بينـي شـده در زمـان                Falshدر حافظه   . داده اند   محدوديت اشاره شده پاسخ لازم را     

 در ايـن حالـت مـي تـوان           ).ان الكتريكـي   بكمك ايجاد يك ميـد      (استفاده مي گردد      طراحي ، بمنظور حذف   

اين نوع حافظه نسـبت بـه   . ناميده مي شوند، را حذف كرد" بلاك " و يا بخش هاي خاصي از تراشه را كه   تمام

 بايت مي باشند    512 " كه معمولا    از طريق بلاك هائي      سريعتر است ، چون داده ها      EEPROMحافظه هاي   

 را كـه نـوع خاصـي از حافظـه           BIOSشكل زيـر حافظـه      . ته مي گردند  نوش) به جاي يك بايت در هر لحظه        ( 

ROM مدل Flash memoryنشان مي دهد  است ، .  
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   Flash Memory و EEPROMحافظه هاي 

 از بعد استفاده مجدد مي      PROMيك موفقيت مناسب نسبت به حافظه هاي          EPROMبا اينكه حافظه اي     

هيزات خاص و دنبال نمودن فرآيندهاي خسته كننده بمنظور حـذف و            باشند ولي كماكن نيازمند بكارگيري تج     

در ضمن، فرآيند اعمال تغييرات در يـك حافظـه   . نصب مجدد آنان در هر زماني است كه به يك شارژ نياز باشد         

EPROM                     نمي تواند همزمان با نياز و بصورت تصاعدي صورت پذيرد و در ابتدا مي بايست تمـام محتويـات را 

  .پاك نمود

 ) EEPROM) Programmable Read Only Memory Electrically Erasable حافظـه هـاي  

  : تسهيلات زير ارائه مي گرددEEPROMدر حافظه هاي . اسخي مناسب به نيازهاي موجود است پ

 ــ  ــه جـ ــاز بـ ــه نيـ ــي تراشـ ــراي بازنويسـ ــده بـ ــب شـ ــل نصـ ــه از محـ ــودن تراشـ ــود دا نمـ ــد بـ   .  نخواهـ

  .بـــراي تغييـــر بخشـــي از تراشـــه نيـــاز بـــه پـــاك نمـــودن تمـــام محتويـــات نخواهـــد بـــود           

  . اعمال تغييرات در اين نوع تراشه ها مستلزم بكارگيري يك دستگاه اختصاصي نخواهد بود

 محلـي و    اشعه ماوراء بنفش، مي توان الكترون هاي هر سلول را با استفاده از يـك برنامـه                در عوض استفاده از   

ت فوق باعث حذف سلول هاي مورد نظر شـده          عمليا.  به وضعيت طبيعي برگرداند      يك ميدان الكتريكي    بكمك

تراشـه هـاي فـوق در هـر لحظـه يـك بايـت را تغييـر خواهنـد                    . آنهـا را بازنويسـي نمـود       "و مي تـوان مجـددا     

 كند بوده و در مواردي كه مي بايست اطلاعات با سـرعت تغييـر     اعمال تغييرات در تراشه هاي فوق      فرآيند.داد

 Flashتوليدكننـدگان بـا ارائـه     .داراي چالش هاي خـاص خـود مـي باشـند     و   ، سرعت لازم را نداشته يابند

Memory         كه يك نوع خاص از حافظه هاي EEPROM               مي باشـد بـه محـدوديت اشـاره شـده پاسـخ لازم 

اسـتفاده مـي      از مدارات از قبل پيش بيني شده در زمان طراحي ، بمنظور حذف       Falshدر حافظه   . داده اند   را

 و يا بخش هاي خاصي از تراشه را كه    در اين حالت مي توان تمام       ). يك ميدان الكتريكي    بكمك ايجاد   (گردد  

 سـريعتر اسـت ،      EEPROMاين نوع حافظه نسبت به حافظه هـاي         . ناميده مي شوند، را حذف كرد      " بلاك   "

نوشـته  ) ه به جاي يك بايت در هر لحظ(  بايت مي باشند 512 " كه معمولا   از طريق بلاك هائي     چون داده ها  

 ، نشان   استFlash memory مدل ROM را كه نوع خاصي از حافظه BIOSشكل زير حافظه . مي گردند

  مي دهد

     


